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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Laservorrichtung 

@ Laservorrichtung, bei der ein eine Laserstrahlung aus- i 
sendender Korper und mindestens ein Element zur 
Strahlfuhrung oder Strahlabbildung in etnem gemeinsa- 
men Gehause angeordnet sind. Das Element zur Strahl- 
fuhrung Oder Strahlabbildung ist mittels Silikon in dem 
Gehause befestigt 
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B^hreibung 

Die Erfindung bczici»^_--ch auf eine Lascrvoirichtung, bei 
der cin eine Laserstrahlung aussendender Korpcr und min- 
destens ein Element zur Strahlfiihning oder Strahlabbildung 
der Laserstrahlung in cinem gemeinsamen Gehause ange- 
ordnet sind. Es beziehi sind insbesondere auf eine Lascrvor- 
richtimg mit einem Halbleiterlascrchip, insbesondere cinem 
Lei stung s-Halbleiterlaser-Barren, und einer Zylinderlinse 
zur Fokussierung der von dem Halbleiterlascrchip ausge- 
sandten Laserstrahlung, bei der der Halbleiterlascrchip auf 
einem Grundtragcrteil befestigt und die Zylinderlinse vor ei- 
ner Scrahlaustrittsfiache dcs Halbleiterlascrchips angeordnet 
ist. 

Bi slang wird bei derartigen Vorrichtungen das Element 
zur Strahlfuhrung (2. B. ein Lichtwellenldter) oder Strahl- 
abbildung (z. B. eine Linse und/oder ein Spiegel) meist sefar 
aufwendig mittels eines Glaslotes oder eines metallischcn 
Lotes im GchSuse befestigt. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
eine Laservorrichtung der eingangs genannten Art zu ent- 
wickeln, die eine einfachcre Montage dcs Elements zur 
Strahlfuhrung oder Strahlabbildung ermdglicht und bei der 
ein Veibindungsmittel zwischen dem Element und dessen 
Montageflache vorgesehcn ist, das hohe Dehnungcn ohne 
plasiisches Ermuden ubcrsiefat und Lascrbestrahlung schr 
gut standhalt. 

Diese Aufgabe wird durch eine Laservorrichtung mit den 
Merkmalen des Anspruches 1 gelost. 

ErfindungsgemaB ist das Element zur Strahlfuhrung oder 
Strahlabbildung mittels Silikon in dem Gehause befestigt 

isi. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemafien La- 
servorrichtung sind Gegcnstand der Unteransprucfac 2 bis 

11. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Laservorrichtung, bei dem der eine Laserstrahlung aussen- 
dende Kbrper ein Halbleiterlascrchip ist, ist das Zwischen- 
irageneil ein Molybdan-AnschluBrahmen, der mittels pho- 
loiechnischem Strukturieren einer auf dem Grundtragerteil 
aufgebrachten Molybdanschicht (z. B. Sputter-, Aufdampf- 
oder Gaivanikschicht) hergestellt ist oder als vorgefcrtigtes 
Teil (ais Leadframe) auf dem Grundtrageneil beispielsweise 
mittels einer Hartlotschicht befestigt ist. Dies hat den beson- 
deren Voneil, dafi mechanische Spannungen auf Grund von 
unierschiedlichen thermischcn Ausdehnungen des Halblei- 
terlascrchips und des Grundtrageneils, das beispielsweise 
als Warmesenke dient und z. B. aus Kupfer bestcht, groS- 
lenteils von dem Zwischentragerteil kompensiert werden, da 
Molybdan aufgrund seines hohen Elastizitatsmoduls die me- 
chanischen Spannungen im elastischen Dehnungsbercich 
aufnimmt An S telle von Molybdan kann selbstvcrstandli- 
cherweise auch cin andcrer elektrisch leitcndcr Wcrkstoff 
mit einem hohen Elastizitatsmodul, hoher Ricfispannung 
und hoher Temperaturbestandigkeit verwendet scin. Als 
Beispieie warcn hier W, CuW- und CuMo-Legierungen (Cu- 
Anteii jeweils zwischen 10 und 20%) zu nennen. Allc obcn 
genannten Matcrialen lassen sich sowohl als Folic als auch 
als Sputter-, Aufdampf- oder Gaivanikschicht herstellen imd 
wcisen eine gute Warmelcitfahigkeit auf. 

Die crfindungsgemaBe Laservorrichtung wird im folgen- 
den anhand eines Ausfuhrungsbeispieles in Verbindimg mit 
der Figur naher crlauicn. Die Figur zeigl cine schematiscbe 
Darstellung eines senkrechtcn Schnittes durch das Ausfuh- 
rungsbcispieL 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel ist auf cinem Grundtrager- 
teil 5 eines Gehauscs 19 cin Zwischcntragcncil 8 befestigt, 
auf dem sich cin Halbleiterlascrchip 2 bcfindet. Das Grund- 
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tragertcil 5/^^eht beispielsweise aus Kupfer und das Zwi- 
schentragef ) aus MolybdaiL Der Halbleitcrlaserchip 2 
ist bcispielsWcftc ein Leistungs-Halblciierlascr-Barren, der 
im Betricb cine Mehrzahl von im Qucrschnitt sireifenfonni- 
5 gen, auf einer Geraden nebeneinandcr angeordneten Einzel- 
laserstrahlcn 4 aussendct und aus Al^Gaj.^As (0 ^ x ^ 1) 
bestcht. Dicser Halbldlcrlaserchip 2 ist beispielsweise mit- 
tels einer Hartlotschicht 12 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) 
mit dem Zwischentragerteil 8 verbunden. 
10 Auf der Obcrseite des Halbleiterlascrchips 2 ist eine An- 
schlufiplanc 11 befestigt, die als zwciter clcktrischer An- 
schlufi fur den Halbleiterlascrchip 2 vorgesehen isL Die An- 
schlufiplane 11 bestcht bevorzugt aus demselben Material 
wic das Zwischentragertd] 8 und ist z. B. ebenfalls mittels 
15 einer Hartlotschicht 13 (z. B. bestehend aus Au-Sn-Lot) auf 
dem Halbleiterlascrchip 2 befestigt. 

Im Falle eines getrennt vom Grundtragerteil 5 hergestell- 
ten Zwischentragertciles 8 ist dieses ebenfalls bevorzugt 
mittels einer Hartlotschicht 14 auf dem Grundtragerteil 5 
20 befestigt 

Am Zwischentragerteil 8 sind zwei Abstandhaheiteile 9, 
10 ausgcbildet, die sich ausgehend von einer Strahlaustritts- 
flache 6 des Halbleiterchips 2 in Richning Stiahlaasbrei- 
ttmgsrichmng 15 der Laserstrahlung 4 erstrecken und einen 

25 Abstand voneinander aufweisen, der grOBcr ist als die Breite 
der Strahlaustrittsflachc 6, so dafi die Laserstrahlung 4 von 
den Abstandhalteiteilen 9, 10 nicht beeintrachtigt wird, 

Auf dem Grtmdtrageitcil 5 ist weitcrhin eine Zylinder- 
linse 3 angeordnet, die auf gegenuberliegendcn Sdten abge- 

30 flachte Scitenflachen 7, 17 aufweisL Die Zylinderlinse 3 
liegt mit einer der abgeflachten Scitenflachen 7 auf dem 
Grundtrageneil 5 auf und mit einer der StrahlaustiittsflScbe 
6 des Halbleiterlascrchip 2 zugcwandten gcknunmten Sei- 
tenflache an den beiden Abstandhalteneilen 9, 10 an und ist 

35 mittels einer Silikonschicht 18 auf dem Grundtragerteil 5 
befestigt. Silikon-Klebstoffc halien Lascrbestrahlung sehr 
gut stand und Ubcrstchen unbeschadct sehr hohe Dehnungcn 
ohne plastisches Ermiiden. 

Zur HcrstcUung der obcn beschriebenen ZyUnderiinscn 3 

40 werden beispielsweise langcrc Glasfaserstiicke von zwei ge- 
genuberhegenden Seiten her beispielsweise mittels Schlci- 
fen abgeflacht und anschlicBend beispielsweise mittels Sa- 
gen zu einzelnen ZylinderUnsen zertrennt. 

Um die Strahlcin- und Strahlauskoppclfiachcn der Zylin- 

45 derlinsen 3 optisch zu vergiiten, kormen die Glasfaserstiicke 
zum Beispicl in einer Horde ubcrcinandcrgcstapclt und von 
beiden Seiten mit einer herkommlichen optischen Vergii- 
tungsschichl versehen werden. Durch die abgeflachten Sci- 
tenflachen ist sichergestelll, dafi die verguteten Flachen bei 

50 der weiteren Handhabung der ZyUnderiinscn 3 nicht ver- 
dreht werden. 

Die Zylinderlinse 3 ist dcran angeschliffen, dafi ihr Schei- 
tei genau auf der Hohe des strahlungsemitticrcnden Berei- 
ches 16 des auf dem Zwischentragerteil 8 befestigten Halb- 

55 Iciterlascrchips 2 liegt Der Fokus zwischen dem Halbleiter- 
lascrchip 2 und der Zylinderlinse 3 ist durch die Abstandhal- 
tertcile 9, 10 des Zwischentragertciles 8 fest vorgegcben. 

Ein besondcrer Vorieil der erfindungsgemafien Laservor- 
richtung 1 bestcht darin, dafi die Zylinderlinse 3 ohne den 

60 Halbleitcrlaserchip 2 zu beireiben, gegeniiber dem Halblei- 
terlascrchip 2 justiert und anschhefiend auf das Grundtrager- 
teil 5 montiert werden kann und nicht mehr in mehreren 
Freiheitsgraden ausgerichtet werden muB. 

Die Erlautcrung der erfindungsgemafien Lascrvorrich- 

65 tung anhand des obigen Ausfuhrungsbeispieles ist selbstver- 
standlichcrwcise nicht als Einschrankung der Erfindung auf 
diese spczielle Ausfuhrimgsform zu vcrstchcn. Vielmehr be- 
zieht sich die Erfindung auf samtUche Lascrvorrichtungen 
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der eingangs gcnanntf^^"^ so zum Bdspiel aucfa auf Fcsl- 
korperlaser (wic bcisi ycisc Rubinlaser), die zusammen 
mit cinem Element zurSfrahifuhning und/oder Strahlabbil- 
dung in einem gemcinsamen GehiUise angeordnet sind, 

5 

Patentanspnicbe 

1. Laservorrichtung (1), bci der ein eine Lasostrah- 
lung (4) aussendender Korper (2) imd mindcstens ein 
Element (3) zur StrahlfUhrung und/oder Strahlabbil- lO 
dung in einem gemeinsamen Gehause (18) angeordnet 
sind, dadurch gekennzekhnet, dafi das Element (3) 
zur StrahlfUhrung oder Strahlabbildung mittels einer 
Silikonschicht (18) in dem Geh^ise (19) befesdgt ist 

2. Laservorrichtung (1) nach Anspnich 1, dadurch gc- 15 
kennzeichnet, dafi der eine Laserstrahlung (4) aussen- 
dende Kdrper (2) und das Element (3) zur Strahlf^- 
rung Oder Strahlabbildung auf dnem gemeinsamen 
Grundtr^erteil (5) befestigt sind, derart daS das Ele- 
ment (3) vcT der StrahlaustrittsMche (6) des Kaipers 20 
(2) angeordnet ist. 

3. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi dor Kdrper (2) ein Halbldteilaser- 
chip und das Element (3) cine Zylinderlinse zur Fokus- 
sierung der von dem Halbleiterlaserchip ausgesandten 25 
Laserstrahlung (4) ist 

4. Laservorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, da£ die Zylinderlinse (3) dne abgc- 
flacfate Seitenflache (7) aufwdst, mit der sie auf dem 
Grundtragcndl (5) aufliegt. 30 

5. Laservorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekermzdchnet, dafi die ZylinderUnse (3) aus einer 
Glasfaser gefertigt ist. 

6. Laservorrichtung nach einem der Anspriiche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Halbldterlaserchip 35 
(2) dn Leistungs-Halbldterlaser-Bancn ist 

7 . Halbleiterlaser-Vonichtung nach cinem der Ansprii- 
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dafi zwischen 
dem Halbldterlaserchip (2) und dem Grundtrageneil 
(5) ein Zwischcntragertdl (8) vorgesehen ist, das min- 40 
destens zwei Abstandhalierteile (9, 10) aufwdst, die 
als Justagcanschlag fiir die Zylinderlinse (3) dienen. 

8. Halbleiteriaser-Vorrichtimg nach einem der Ansprii- 
che 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafi die ZyUnder- 
linse (3) an zwei einander gegcnuberliegenden Seiten 45 
abgeflacht ist. 

9. Halbleiterlaser-Vorrichtung nach cinem der Ansprii- 
che 3 bis 8, dadurch gckennzeichnet dafi der Abstand 
zwischen den beiden Abstandhalterteilen (9, 10) groBer 
ist als die Breite der Strahlaustiittsflache (6) des Halb- 50 
leiterlaserchips (2). 

10. Halbleiteriaser-Vorrichtimg nach einem der An- 
spriiche 3 bis 9, dadurch gckennzeichnet, dafi das Zwi- 
schencragerteil (8) Moiybdan, CuW oder CuMo auf- 
weist. 55 

11. Halbleiterlaser-Vonichtung nach einem der An- 
spriiche 3 bis 10, dadurch gekennzdchnet, dafi dn Fo- 
kus zwischen dem Halbleiterlaserchip (2) und der Zy- 
linderlinse (3) durch die Lange der Abstandhalteneile 
(9, 10) des Zwischentrageneiles 8 fest vorgegeben ist 60 
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